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我校光电工程与仪器科学学院黄火林副教授所在研究团队，在新型功率电子器件芯片领域取得重要进展，所研制的芯片综合性能接近国际先进水平。该研究团队提出

一种基于Al2O3/SiON叠层介质的氮化镓场效应晶体管制造技术，通过栅区势垒层浅刻蚀工艺和界面电荷调控工程来调制器件开关阈值电压，获得+2V阈值电压的常关型功率

器件，并在此基础上，在6英寸外延片上进一步实现高均匀性的大尺寸芯片晶圆制造，芯片良率高于96%。

氮化镓功率器件芯片结构示意图、典型照片和性能

对比目前国际同类型功率开关器件，该研究成果综合指标位居前列，特别是其阈值电压漂移值为目前国际报道的最优结果，预示芯片具有很高的工作稳定性。另外，

这种芯片制造技术基于整体无金化工艺，与传统硅基CMOS工艺兼容，有望加快推进新一代氮化镓功率器件面向应用市场。目前，该研究成果已被IEEE Electron Device 

Letters杂志接收（DOI:10.1109/LED.2019.2957376）。文章第一作者为课题组博士生孙仲豪，通讯作者为黄火林副教授。该杂志具有近50年的悠久历史，为电子器件类的专

业顶级杂志，据检索，这是我校作为论文第一单位，首次在该杂志上成功发表。该工作得到了国家自然科学基金、大连市科技重大专项和大连理工大学相关部门的大力支

持。

Page 1 of 4光仪学院科研团队在功率电子器件芯片领域取得突破-大连理工新闻网

2020/1/23http://news.dlut.edu.cn/info/1003/57418.htm



氮化镓功率器件芯片综合性能与国际同类器件对比（以靠近右上方为佳）

我国每年要进口超两千亿美元的电子芯片，该产业技术现在仍严重受制于欧美日发达国家。功率开关器件是其中的重要一种，用于电流、电压、频率、交直流变换等

电能转换系统。氮化镓（GaN）材料是第三代宽带隙半导体的突出代表，具有电子饱和速率高、临界击穿电场大、耐高温、抗辐射等特点，适合制作新一代高效能、高压、

大功率的新型功率开关器件，未来有望逐渐替代现有的硅基功率器件产品。然而，氮化镓功率器件目前技术不成熟，特别是具有更安全、节能特点的常关型芯片制造技术

仍然是国际公认的难点。该研究团队多年来即致力于氮化镓常关型芯片的设计和制造工作，该团队目前已在IEEE Electron Device Letters、IEEE Transactions on Power 

Electronics等重要学术期刊发表论文30余篇，已申请或授权国家发明专利22项、PCT国际专利1项（近5年）。
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